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Telefunken Transistor BF173

Datasheet

BF 173

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-HF-Transistor mit kleiner Riick-
wirkungskapazitit fiir FS-ZF-Verstédrkerstufen in Emitterschaltung,

besonders fiir Bild-ZF-Endstufen.

Silicon NPN epitaxial planar RF transistor with small feedback
capacitance for video IF amplifiers stages in common emitter

configuration, especially for video IF power stages.

Abmessungen + Dimensions

MaBe in mm
M2:1

AnschluB »S« ist mit dem Gehduse verbunden
Terminal § is connected 1o case

Zubehdr - Accessories
Kihlschelle Best.-Nr. 009000

Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Emitter-Basis-Sperrspannung
Kollektorstrom
Basisstrom
Gesamtverlustieistung

tamp = 45°C

tamb £ 45°C
Sperrschichttemperatur
Lagerungstemperatur

1) mit Kihischalla
with cooling fin

Uceo

Normgehéuse
DIM 18 A 4
JEDEC TO 72
Gewicht - Weight
max. 05g

40 v
25 Vv
4 v
25 mA
2 mA
200 mwW
260 mwW
175 °C
-65..+175 ¥
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Min. Typ. Max.
Wiarmewiderstande - Thermal resistances

Sperrschicht-Umgebung RihJa 650 *C/W
Ripaa t) 500 *C/W
Statische KenngréBen - DC characteristics
Umgebungstemperatur tgpp = 25°C
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung

g = 10 pA UIBH:CBD 40 W
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

Ig = 2mA Usriceo®) 25 v
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

Ig = 10 pA UBRIEBO 4 v
Basis-Emitterspannung

UCE = 10V, IC = 7T mA UBE 2 740 900 my
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis

UGE = 10V, Ic = TmA hFE 2) 38 a0

UEE = 2V, fc = 20 mA hFE2:| 15

Dynamische KenngréBen - AC characteristics
Umgebungstemperatur typp = 25°C
Transitfrequenz

Upg = 10V, Ig = S5mA, f = 100 MHz fr 550 MHz
Riickwirkungskapazitat
Urg - 10V, IC = 1mhA, t = 10,7 MHz r.:ure 023 pF
Leistungsverstarkung
Ugg = 20V, Il = 7.2mA, T = 364 MHz "u"p,e ) 26 dB
2.2pF
15pF 6,8pF 120pF ._Hp Ly=0BpH
Re LA Lag| Lg ije ARI3E La=0,25uH
-Ii2 R La=1,TuH
F pF L
a1 La=13pH
)
nJ [kn| T“"F Rg=S0 0
- l l l R =27k0
SR T
T2BH2 Tk B8 Yee MeBschaltung fiir: Ve
1) mit Kihischalle 2) ',F' 001, ty = 0,3 ms 3) giehe Schalibild
with cooling fin s@e circuil diagram
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Min. Typ. Max.
Vierpol KenngréBen - Two port characteristics
Umgebungstemperatur tyn = 25°C

Emitterschaltung
Upg = 10V, Ig = 7TmA, f = 35MHz

KurzschluB-Eingangsadmittanz Gie 45 mSs
KurzschluB-Rickwdrtssteilheit Yre | 55 U3
~Wrg a4°
KurzschluB-Vorwartssteilheit | ¥fe | 115 145 mS
~Pta 22"
KurzschluB-Ausgangsadmittanz doe 65 M3
Coe 21 pF
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